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64 Sposob pokryvania didd s axiélnymi privodmi dielektrickou ochrannou hmotou

Vynélez sa tyka sposobu pokryvania diod s axidlnymi privodmi dielektrickou ochrannou

hmotou, vhodny najmé pre diédy s naspéjkovanym stipcom polovodiovg§ch systémov.

Dotera j5f stav techniky prevadzania tejto technologickej operédcie je: naspéjkované
VN stipce (rozmer 0,7 x 0,7 predstavuji 24 aZ 26 systémov v sérii s axidlne prispéjkova-
nymi privodmi 4 0,6) sa pokryvaji vigkdznou dielektrickou ochrannou hmotou ru¥ne po jed-
nom kuse tak, Ze naspajkovany VN stipec systémov s prispdjkovenymi axiélnymi privodmi sa
rudne pootéle po gumovej podloZke, na ktorej je nanesené vrstva viskéznej dielektrickej

ochrannej hmoty.

Tento sposob nanésanie dielektrickej ochrannej hmoty je néro¥ny na manuédlnu zrudnost,
naméhavy ne zrak, produktivita préce je nizka, zvy8end nepodarkovitost zapri¥inend odla-

movenim axislnych privodov pri runom otéZen{ za privody.

Tieto nevyhody odstranuje sposob pokryvania stipca polovodiZovgch systémov s pri-

spéjkovanymi axiélnymi privodmi podie vynédlezu.

‘ Podstata tohto sposobu spodfva v tom, %e stipec naspdjkovanyech polovodiZovych systé-
mov je stlafeny medzi dvoma mékkymi porovitymi podudkemi presiaknutymi viskéznou dielek-

trickou ochrennou hmotou. Posunutim hornej mékkej porovitej pbduéky vo¥i nepohyblivej
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spodnej mékkej porovitej podulke nastane odvalenie stipca polovodidovyeh systémov, ¥{m sa

vytvorf na stipci naspéjkovanych systémov rovnomernd vrstva dielektrickej ochranhéj hmoty.

Vyhody podla vynédlezu su vo vysdej produktivite préce pri zhromadnen{ tejto techno-
logickej operécie, v znf¥en{ nepodarkovitosti v dosledku toho, Ze odvalovanie naspéjkova-
ného stipca polovodi¥ovfch systémov pri nendsani viskoznej dielektrickej ochrannej hmoty
je vyvodené oté¥anim stipca naspdjkovanfch polovodi¥ovych systémov pomocou mékkych péro-
vitych poduBiek, ktoré sa dotykaji len stipca naspédjkovangch polovodiZovych systémov.
Zni{%i sa némeha zraku pri tejto technologickej operécii.

Priklad sposcbu podia vyndlezu je zndzorneny na priloZenom vykrese, ktory predstavu-
je jednotlivé fézy pokryvania stipca nespdjkovanych polovodiovych systémov viskéznou

dielektrickou ochrannou hmotou.

Na obr. 1 v prvej fdze je stipec 2 naspdjkpvengch polovodi¥ovych systémov s prispdj-
kovanyhi axiélnymi privodmi poloZeny} na dolnej mékkej porovitej poduske 3 presiaknutej
viskoznou dielektrickou ochrannou hmotou, pri¥om horné mékké porovité poduska 1 je oddia-

lend.

Na obr. 2 v druhej féze je horné mékkd porovitd poduska 1 pribliZend a zatlalf sti-
pec 2 naspéjkovanych polovodi¥ovych systémov do hornej mékkej porovitej podusky 1 a dol-
nej mikkej porovitej podusky 3.

Pritom sa pri hrandch stipca 2 naspdjkovengch polovodiZovych systémov vytvori viskoz-
ny klin 4 dielektrickej ochrannej hmoty. Posunutim hornej mékkej porovitej podusky 1 voli
dolnej mékkej porovitej poduske 3 presiaknutejviskoznou dielektrickou ochrannou hmotou
nastane odvalenie stipca 2 naspédjkovanych polovodiZovych systémov a viskézny klin 4 vytvo-
ri na stipci 2 naspédjkovanych polovodiZovych systémoch rovnomernd vrstvu viskoznej dielek-

trickej ochrannej hmoty.

Na obr. 3 v tretej fdze po oddialeni hornej mékkej porovitej podusky 1 zostane na
dolnej mékkej porovitej poduéké 3 lezat stipec 2 naspéjkovanych polovodi¥ovy¥ch systémov

s axidlne prispédjkovenymi privodmi, pokryty rovnomernou vrstvou viskoznej dielektricke j

.ochrannej hmoty.

Konkretne prevedenie je mo¥né realizovat tak, %e jednotlivé stipce naspéjkovanychA
polovodiZovych systémov s prispdjkovenymi axidlnymi privodmi sa vlo%ia do zésobnfka, kto-

ry umofnuje hore uvedend metodu zhromadnif a takto umoZnif jej efektfvme vyuZitie pre sé-

riovi vyrobu.

MoZnost wyufitia tejto metddy je pri sériovej vyrobe VN blokov.
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Sposob pokryvania didéd s axidlnymi pri{vodmi dielektrickou ochrannou hmotou, vhodny
najmé pre diody s naspéjkovanym stipcom polovodiZovych systémov, vyzna¥ujdci sa.tym, Ze
stipec naspéjkovanych polovodiZovych systémov je stladovany a odvalovany medzi hornou
mékkou porovitou poduskou a dolnou mékkou porovitou podudkou presiaknutou viskéznou

dielektrickou ochrannou hmotou.

3 vykresy
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Obr. 3

Vytiskly Moravské tiskaiské zavody,

provoz 12, Leninova 15, Olomouc- Cena: 240 K s
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